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刑事鑑定專題
21 世紀辦案，需要的不只是放大鏡—李昌鈺博士講座
科儀新知編輯群

科儀新知將不定期加入與專題相關的人物專訪或講座，本期編輯群邀請到現代福爾摩斯李昌鈺博
士，於儀科中心進行大師講座，分享他長年於鑑識科學的專業與經驗。

鑑識科學與科技偵查之創新應用
李承龍

鑑識科學就是為法庭服務的應用科學，如何善用新興科技，從犯罪現場獲取更多的物證與資訊破
案，成為法庭上證據，是科技偵查精進的目標。鑑識科學應研發更新的採證和鑑驗技術，尋求破
案契機，運用新興科技協助偵查犯罪，更是未來趨勢。結論提到未來潛在的國安問題，不可小
覷；以「強化司法人員的鑑識科學教育」；「強化鑑識科技研發，不受制他人」和「擴大鑑識科
學服務範圍」等三大建議，希望拋磚引玉，吸引更多學者專家的投入與研究。

槍彈殺傷力鑑定
孟憲輝

我國槍砲彈藥刀械管制條例將「殺傷力」訂為處罰特定類型非法槍彈的基本要件，因此涉案槍彈
須經科學鑑定，判斷其殺傷力之有無，法院才能進行審判。本文描述性能檢驗法、動能測定法、
監測鋁板法和 X 光攝影分析法等槍彈殺傷力鑑定方法，並以實例說明常見涉案槍彈之殺傷力鑑定
結果，以增進讀者對非法槍彈危害性的瞭解。

淺談奈米鑑識
陳用佛

奈米科技對現代科技發展已產生重大的影響，正如同 DNA 技術發展對於近 50 年生物科技的貢
獻。許多奈米科技已經被廣泛應用於各種纖維 (發熱衣、抗污衣)、化妝品 (防曬乳、膠原蛋白)、書
寫工具 (長效墨水) 以及各式高分子材料等。為了分析這些於刑案現場可見，但常規鑑識工具只能
部分鑑定或無法鑑定的新式奈米物證，又或於傳統物證上難以取樣、僅能以破壞性方法分析的物
證。分析樣品的奈米層級表面，可以讓我們更瞭解物證的全貌。目前國際上鑑識科學相關領域研
究方向主要朝文書鑑定、纖維與毛髮、血跡、潛伏指紋等方向邁進。期待我們能對於證物之細部
形貌與結構進行分析，並協助解決目前鑑識工具或方法所無法分析之證物。

體液內的氯胺酮及其代謝藥物之檢測裝置
林韋誌, 王勝盟, 陳用佛, 吳東潤, 麥富德

我們向毒品宣戰至今已逾二十年。據法務部統計資料，近年來毒品濫用問題已獲穩定控制，但再
犯率卻仍然很高，顯示毒品問題並未根絕，尤其青少年學生濫用新興毒品問題日趨嚴重，更引起
政府與社會各界的重視。在查緝毒品方面，均採取尿液檢測方式對於吸毒者之查緝及鑑驗，但仍
存有多項限制。唾液及汗液檢測則是新興及可行方式，考量到樣本採集和檢測之便利性等因素
後，則以唾液檢測最具突出的做法。唾液檢測閾值在各國之間有著差異，因為國情、人種及飲食
代謝等因素均我國不同，故設計唾液快速篩選檢測試劑，並研究訂定本土濫用藥物唾液檢測的閾
值是非常重要的。

實物現場 X-ray 殘留應力量測及其振動應力消除技術
陳尚青, 許道生, 吳威德

殘留應力雖常見於工業界，但由於產生於無形，工業界並不知其中的重大危害將影響工件變形、
精準度失效、降低疲勞強度等危害，所以必須考慮應力消除後不能影響工件的機械性能，本文所
要介紹的振動消除應力技術，藉由外加低頻波使材料產生自發性高頻波動，以釋放材料內部的殘
留應力，並藉由非破壞應力量測技術，準確地知道殘留應力的數值，確保工件使用上的安全性。
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此技術已被證明更能有效地降低殘留應力、避免工件變形並提升材料強度等優點。

金屬有機前驅物－三甲基銦對氮化銦磊晶薄膜之光電及化學特性影響
陳維鈞, 郭守義, 賴芳儀, 蕭健男

III-V 族化合物半導體是目前發光二極體元件的主要材料，其中氮化銦具有許多優異光電特性，其
窄光學能隙 (0.65 eV) 是 III-V 族氮化物材料延伸至紅外光區的重要特性之一。由於大多數的氮化
銦都是以金屬有機化學氣相沉積製備，然而金屬有機前驅物 (三甲基或三乙基) 中含碳氫氧等元
素，使得材料在成長過程中造成元素的摻雜而影響了其光電特性，因此本研究以三甲基銦為三族
前驅物，並以金屬有機分子束磊晶系統成長氮化銦薄膜，同時進行其化學組態、雜質元素與光電
特性之相關性分析，以了解金屬有機前驅物對成長氮化物之影響。由二次離子質譜儀與 X 光光電
子光譜儀結果發現，前驅物三甲基銦中的碳與氫會隨著製程中摻入 InN 薄膜，其濃度會隨著三甲
基銦流量增加而增加。相反地，薄膜中的氧含量會隨著三甲基銦增加而減少。並且在 InN 表面有
高濃度的碳、氫與氧雜質，因此當表面經過 HCl 蝕刻後，V/III~1.81所成長之 InN 薄膜的電子濃
度由 5.57 × 1019 cm−3 降至 3.31 × 1019 cm−3、遷移率則由 192 cm2/V-s 提升至 335 cm2/V-
s。光學性質部分透過光激發螢光光譜得知，近能帶邊緣放射訊號會隨著 V/III 流量比增加而藍移
是因為 Burstein-Moss effect，而高電子濃度大部分是氮空缺與雜質元素所貢獻，因此高載子濃
度是造成光學吸收限藍移的主要原因。另外可知，三甲基銦前驅物在製程中會間接提高載子濃
度，並影響光電特性。

利用反射率影像量測光纖端面之折射率分佈
翁俊仁

直接利用影像擷取方式來量測端面斷切各種光纖之反射影像強度，直接推算光纖端面橫截面多波
長的折射率分佈曲線，這是首次使用顯微鏡搭配鹵素燈源直接用來量測光纖端面折射率之研究。
透過所發展的量測方法，在各種光纖上的第一面絕對反射率可以被精確地測量，並可以推得在波
段 400 nm 至 1100 nm 多個波段下之折射率分布。本研究所提出的方法不僅適用於一般單模光
纖，亦可適用於多模光纖或光纖預型體。
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